
    

 

2024 年 3 月 14 日 

2023 年度 ED 研特別ワークショップ 

「化合物半導体トランジスタと関連技術の研究開発に学ぶ」 

 

開催日 ２０２４年３月１8 日（月）13：30〜18：05 

開催場所 名古屋大学 東山キャンパス ES 総合館 ES 会議室 

   〒464-0813 愛知県名古屋市千種区不老町 

企画趣旨 電子情報通信学会 電子デバイス研究専門委員会（ED 研）ではこれまで 15 回以上の

ワークショップを開催し、その時々の電子デバイスの最新トピックについて取り上げ

てきました。今回は窒化物半導体の次の世代を担う新規半導体材料・プロセス・電子

デバイス・応用開拓、特に若手研究者らによる取り組みに資するべく、これまでの III-

V 族化合物半導体および窒化物半導体電子デバイス研究開発を担われた著名な研究者

にチュートリアル講演を依頼し知の継承を行います。 

プログラム 

各講演５０分（質疑含む） 

13:30-13:35 オープニング（ED 研委員長 葛西誠也） 

13:35-14:25 高木 信一 先生（東京大学） 

  「先端ロジック CMOS のための異種材料チャネル FET 技術」 

14:25-15:15  宮本 恭幸 先生（東京工業大学） 

  「電子の高速性が期待され続けている InP 系電子デバイス」 

15:15-15:30 休憩 

15:30-16:20 橋詰 保 先生（北海道大学／名古屋大学） 

  「III-V 半導体の MIS 界面研究を振り返ってー研究進展を妨げたこだわりー」 

16:20-17:10 葛原 正明 先生（関西学院大学） 

  「GaAs から GaN まで－トランジスタ進展の経緯に学ぶ－」 

17:10-18:00 加地 徹 先生（名古屋大学） 

  「縦型 GaN パワーデバイスへの期待と開発の現状」 

18:00-18:05 クロージング（ED 研副委員長 新井学） 

＊終了後 懇親会を予定 

 

参加費・申込方法 

(1) Forms から申込み   おかげさまで定員に達しました。ありがとうございました。 

(2) 申込み後、請求書をメールで送付 → 参加費の振込をお願いします（支払期限 3/14）。 

    （参加費 4000 円（一般、会員）、8000 円（一般、非会員）、1000 円（学生）） 

(3) 入金確認後、領収書をメールで送付。 

**************************************************** 

懇親会もありますので、ぜひ、参加お願いします（5000 円） 

**************************************************** 

 

お問い合わせ 

 ED 研委員長 葛西誠也（北大） E-mail: kasai@rciqe.hokudai.ac.jp 


